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はじめに これまで，有機金属分解( MOD)法により作製した VOxプリカーサ薄膜を減圧焼成す

ることにより VO2 を含む VOx 薄膜を作製し，作製条件の最適化について報告してきた[1]。今

回，最適な条件で作製した VOx薄膜をボロメータ検出器あるいはスイッチング素子などのデバ

イス応用に向け R-T 特性，I-V 特性を中心に特性の評価を行ったので報告する。 

 

実験および結果 酸化バナジウム用 MOD 溶液

(高純度化学研究所製 V-02)を用い石英基板上

に VOxプリカーサ薄膜を作製し，温度 650 ℃，

時間 10 分，空気圧力 1.2 Pa で焼成することに

より VOx薄膜を作製した。得られた薄膜を幅

400 m，長さ 5 mのブリッチ形状に加工し，

電極として Au を蒸着した。製作した VOxブリ

ッチの R-T 特性を Fig.1 に示す。44℃付近で半

導体相から金属相への相転移に伴う大きな抵抗

変化が観測され，その抵抗変化は約 3 桁であっ

た。また，温度上昇時と下降時においてヒステ

リシスが観測された。このように VO2特有の

R-T 特性が得られ，室温(300 K)での抵抗温度係

数( TCR )は約 4.6 % / K と高い値を示した。この

値はボロメータ検出素子に十分適用可能な値で

ある。次に，同ブリッジの I-V 特性を測定した。

結果を Fig.2 に示す。電圧を上昇させると，4 V

付近までは電流値は小さく抵抗が高い状態にな

っている。しかし，4 V から徐々に電流は増加

し，6 V 付近を境に急激に電流が増加し，高抵

抗状態から低抵抗状態に遷移していることがわ

かる。8 V の電圧を印加した時のブリッジの抵

抗は 360 程度付近であり Fig. 1 の R-T 特性か

ら金属層へ転移していることがわかる。これに

より，電圧すなわち電界をかけた場合でも R-T

特性と同様な半導体相から金属相への相転移が

得られた。この I-V 特性はスイッチング素子へ

応用が可能である。以上の評価により MOD 法により作製した VOx薄膜がボロメータ検出器や

スイッチング素子などへ応用可能であることがわかった。 
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  Fig.1 R-T characteristic of VOx thin film 

 
   Fig.2 I-V characteristic of VOx thin film 
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